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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１半導体層、活性層、及び第２半導体層を含む発光構造物と、
　前記発光構造物上に配置される蛍光体プレートと、
　前記蛍光体プレートの上面上に配置されるパッド部を含み、一部が前記蛍光体プレート
を貫通して前記蛍光体プレートの下面に露出する第２電極と、
　前記第２半導体層上に配置され、前記第２電極の一部を構成し、前記パッド部から拡張
される拡張電極と、
　前記蛍光体プレートの下面と前記拡張電極の上面との間に配置される少なくとも一つの
第３ボンディング電極と、
　前記蛍光体プレートと前記発光構造物との間に配置される少なくとも一つの第２ボンデ
ィング部とを含み、
　前記少なくとも一つの第３ボンディング電極は、前記蛍光体プレートを貫通する前記第
２電極の一部と接触し、
　前記少なくとも一つの第２ボンディング部の上面は、前記蛍光体プレートの下面に接触
し、前記第２電極から離隔する、発光素子。
【請求項２】
　前記第２電極は、
　前記蛍光体プレートを通過し、前記パッド部と前記拡張電極とを連結する連結部を含み
、
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　前記少なくとも一つの第２ボンディング部は前記連結部から離隔する、請求項１に記載
の発光素子。
【請求項３】
　前記第２ボンディング部は、
　前記蛍光体プレートの下面上に配置される第１ボンディング層と、
　前記発光構造物上に配置され、前記第１ボンディング層にボンディングされる第２ボン
ディング層とを含む、請求項２に記載の発光素子。
【請求項４】
　前記少なくとも一つの第３ボンディング電極は、
　前記連結部と前記拡張電極との間に位置し、前記連結部を前記拡張電極にボンディング
させる、請求項２又は３に記載の発光素子。
【請求項５】
　前記第２ボンディング層は前記第１ボンディング層に融着される、請求項３に記載の発
光素子。
【請求項６】
　前記第１ボンディング層と前記第２ボンディング層との間には、融着された境界面が存
在する、請求項５に記載の発光素子。
【請求項７】
　前記第２ボンディング層の融点と前記第１ボンディング層の融点は互いに異なる、請求
項５又は６に記載の発光素子。
【請求項８】
　前記第３ボンディング電極は複数個であり、該複数個の第３ボンディング電極は、前記
拡張電極に整列され、互いに離隔し、
　前記複数個の第３ボンディング電極のいずれか一つは前記連結部と接触する、請求項４
に記載の発光素子。
【請求項９】
　前記第３ボンディング電極の融点は、前記拡張電極の融点と互いに異なる、請求項８に
記載の発光素子。
【請求項１０】
　前記第３ボンディング電極は前記拡張電極に融着される、請求項８又は９に記載の発光
素子。
【請求項１１】
　前記第３ボンディング電極と前記拡張電極との間には、融着された境界面が存在する、
請求項８ないし１０のいずれかに記載の発光素子。
【請求項１２】
　前記第３ボンディング電極とボンディングされる前記拡張電極の一部分は、前記拡張電
極の残りの部分と幅が互いに異なる、請求項８ないし１１のいずれかに記載の発光素子。
【請求項１３】
　前記第３ボンディング電極の幅は、前記拡張電極の幅よりも小さいか又は同一である、
請求項８ないし１２のいずれかに記載の発光素子。
【請求項１４】
　前記蛍光体プレートと前記発光構造物との間にはエアギャップ（ａｉｒ　ｇａｐ）が存
在する、請求項１に記載の発光素子。
【請求項１５】
　前記パッド部は前記蛍光体プレートの一側に位置する、請求項２に記載の発光素子。
【請求項１６】
　前記拡張電極は、
　前記第３ボンディング電極がボンディングされるボンディング領域と、
　前記ボンディング領域から拡張される枝電極とを含む、請求項８に記載の発光素子。
【請求項１７】
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　パッケージボディーと、
　前記パッケージボディーに配置される第１リードフレーム及び第２リードフレームと、
　前記第２リードフレーム上に配置され、請求項１乃至１６のいずれかに記載の発光素子
と、
　前記発光素子を包囲する樹脂層と、を含む、発光素子パッケージ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　実施形態は、発光素子及び発光素子パッケージに関する。
【背景技術】
【０００２】
　半導体の３－５族または２－６族化合物半導体物質を用いた発光ダイオード（Ｌｉｇｈ
ｔ　Ｅｍｉｔｔｉｎｇ　Ｄｉｏｄｅ：ＬＥＤ）やレーザーダイオード(Ｌａｓｅｒ　Ｄｉ
ｏｄｅ：ＬＤ）のような発光素子は、薄膜成長技術及び素子材料の開発によって赤色、緑
色、青色及び紫外線などの様々な色を具現することができ、蛍光物質を用いたり、色を組
み合わせることによって効率の良い白色光線も具現可能であり、蛍光灯、白熱灯などの既
存の光源に比べて低消費電力、半永久的な寿命、速い応答速度、安全性、環境親和性など
の長所を有する。
【０００３】
　一般に、白色光を具現するために、蛍光体と樹脂とを混合した樹脂組成物を発光チップ
（ｃｈｉｐ）の上部に塗布したり、発光チップを樹脂組成物で密封する方式を用いること
ができる。また、蛍光体を含有する樹脂のコーティング（ｃｏａｔｉｎｇ）またはモール
ディング（ｍｏｌｄｉｎｇ）方法の代わりに、蛍光体を含む層（ｌａｙｅｒ）、シート（
ｓｈｅｅｔ）、またはプレート（ｐｌａｔｅ）を発光チップの上部に配置させる方法を用
いることができる。この場合には、蛍光体層、蛍光体シート、または蛍光体プレートを発
光チップの上部に安定的に付着させることが重要である。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　実施形態は、蛍光体プレートの接着の正確度が向上し、熱に起因する蛍光体プレートの
変色及びクラックを防止することができる発光素子を提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　実施形態に係る発光素子は、第１半導体層、活性層、及び第２半導体層を含む発光構造
物と；前記発光構造物上に配置される蛍光体プレート（ｐｌａｔｅ）と；前記蛍光体プレ
ート上に配置される第１電極部と；前記発光構造物と前記蛍光体プレートとの間に配置さ
れ、前記蛍光体プレートを前記発光構造物にボンディングさせるボンディング部と；を含
み、前記ボンディング部は、前記第１電極部と電気的に接続される少なくとも一つの第１
ボンディング部を含む。
【０００６】
　前記第１電極部は、前記蛍光体プレートの上部面上に配置されるパッド部、及び前記パ
ッド部と前記第１ボンディング部とを連結する連結部を含むことができる。
【０００７】
　前記ボンディング部は、前記蛍光体プレートに位置する第１ボンディング層と、前記発
光構造物上に位置し、前記第１ボンディング層にボンディングされる第２ボンディング層
とを含み、前記第１電極部と電気的に分離される少なくとも一つの第２ボンディング部を
含むことができる。
【０００８】
　前記連結部は、前記蛍光体プレートを通過することができる。
【０００９】
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　前記第１ボンディング部は、前記第２半導体層上に配置される第１ボンディング電極と
、前記蛍光体プレートの下部面及び前記連結部上に位置し、前記第１ボンディング電極と
ボンディングされる第２ボンディング電極と、を含むことができる。
【００１０】
　前記第２ボンディング電極は、前記第１ボンディング電極に融着することができる。
【００１１】
　前記第１ボンディング電極と前記第２ボンディング電極との間には融着された境界面が
存在することができる。前記第２ボンディング電極の融点と前記第１ボンディング電極の
融点は互いに異なってもよい。
【００１２】
　前記第１電極部は、前記第２半導体層上に配置される拡張電極をさらに含み、前記第１
ボンディング部は、前記連結部と前記拡張電極との間に位置し、前記連結部を前記拡張電
極にボンディングさせる第３ボンディング電極を含むことができる。
【００１３】
　前記第３ボンディング電極の融点は、前記拡張電極の融点と互いに異なってもよい。
【００１４】
　前記第３ボンディング電極は、前記拡張電極に融着することができる。前記第３ボンデ
ィング電極と前記拡張電極との間には融着された境界面が存在することができる。
【００１５】
　前記第３ボンディング電極とボンディングされる前記拡張電極の一部分は、前記拡張電
極の残りの部分と幅が互いに異なってもよい。
【００１６】
　前記第３ボンディング電極の幅は、前記拡張電極の幅よりも小さいか又は同一であって
もよい。
【００１７】
　前記蛍光体プレートと前記発光構造物との間にはエアギャップ（ａｉｒ　ｇａｐ）が存
在することができる。
【００１８】
　前記第１電極部は、前記第２半導体層上に配置される拡張電極をさらに含み、前記第１
ボンディング部は、前記蛍光体プレートの下部面と前記拡張電極との間に位置し、前記蛍
光体プレートを前記拡張電極にボンディングさせる第３ボンディング電極を含むことがで
きる。前記第１ボンディング部は、前記連結部と前記拡張電極との間に位置し、前記連結
部を前記拡張電極にボンディングさせるボンディング電極をさらに含むことができる。
【００１９】
　前記第１ボンディング電極と前記第２ボンディング電極は少なくとも一つの同一の金属
を含むことができる。前記パッド部は、前記蛍光体プレートの一側に位置することができ
る。
【００２０】
　実施形態に係る発光素子パッケージは、パッケージボディーと；前記パッケージボディ
ーに配置される第１リードフレーム及び第２リードフレームと；前記第２リードフレーム
上に配置される発光素子と；前記発光素子を包囲する樹脂層と；を含み、前記発光素子は
、上述した実施形態であってもよい。
【発明の効果】
【００２１】
　実施形態は、蛍光体プレートの接着の正確度が向上し、熱に起因する蛍光体プレートの
変色及びクラックを防止することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】実施形態に係る発光素子の平面図である。
【図２】図１に示された発光素子のＡＢ方向の断面図である。
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【図３】図１に示された発光素子のＣＤ方向の断面図である。
【図４】図１に示されたボンディング部の第１ボンディング電極が配置される第２半導体
層の上部面を示す図である。
【図５】図１に示されたボンディング部の第２ボンディング電極が配置される蛍光体プレ
ートの下部面を示す図である。
【図６】第２電極が配置される蛍光体プレートの上部面を示す図である。
【図７】第１ボンディング電極と第２ボンディング電極との融着を示す図である。
【図８】第１ボンディング電極に融着された第２ボンディング電極を示す図である。
【図９】図２及び図３に示された点線部分の拡大図である。
【図１０】図１に示された発光素子の変形例のＡＢ方向の断面図である。
【図１１】図１０に示された変形例のＣＤ方向の断面図である。
【図１２】他の実施形態に係る発光素子の平面図である。
【図１３】図１２に示された発光素子のＥＦ方向の断面図である。
【図１４】図１２に示された発光素子のＧＨ方向の断面図である。
【図１５】図１２に示された第２ボンディング部の第１ボンディング層及び第２拡張電極
を示す図である。
【図１６】図１２に示された蛍光体プレートの下部面を示す図である。
【図１７】図１２に示された蛍光体プレートの上部面を示す図である。
【図１８】図１３に示された点線部分の拡大図である。
【図１９】図１４に示された点線部分の拡大図である。
【図２０】他の実施形態に係る発光素子の平面図である。
【図２１】図２０に示された発光素子のＡＢ方向の断面図である。
【図２２】図２０に示された第１電極部を示す図である。
【図２３】図２０に示された蛍光体プレートの下部面を示す図である。
【図２４】図２０に示された蛍光体プレートの上部面を示す図である。
【図２５】図２０に示された実施形態の変形例を示す図である。
【図２６】実施形態に係る発光素子パッケージを示す図である。
【図２７】実施形態に係る発光素子パッケージを含む照明装置の分解斜視図である。
【図２８】実施形態に係る発光素子パッケージを含む表示装置を示す図である。
【図２９】実施形態に係る発光素子パッケージを含むヘッドランプを示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　以下、各実施形態は、添付の図面及び各実施形態についての説明を通じて明白になる。
実施形態の説明において、各層（膜）、領域、パターンまたは構造物が基板、各層（膜）
、領域、パッドまたはパターンの「上／上部（ｏｎ）」に又は「下／下部（ｕｎｄｅｒ）
」に形成されると記載される場合において、「上／上部（ｏｎ）」と「下／下部（ｕｎｄ
ｅｒ）」は、「直接（ｄｉｒｅｃｔｌｙ）」または「別の層を介在して（ｉｎｄｉｒｅｃ
ｔｌｙ）」形成されることを全て含む。また、各層の上／上部または下／下部に対する基
準は、図面を基準にして説明する。
【００２４】
　図面において、大きさは、説明の便宜及び明確性のために誇張されたり、省略されたり
、又は概略的に示されている。また、各構成要素の大きさは実際の大きさを全的に反映す
るものではない。また、同一の参照番号は図面の説明を通じて同一の要素を示す。以下、
添付の図面を参照して、実施形態に係る発光素子について説明する。
【００２５】
　図１は、実施形態に係る発光素子１００－１の平面図を示し、図２は、図１に示された
発光素子１００－１のＡＢ方向の断面図を示し、図３は、図１に示された発光素子１００
－１のＣＤ方向の断面図を示し、図４は、図１に示されたボンディング部１６０－１～１
６０－ｎの第１ボンディング電極１７０－１～１７０－ｎが配置される第２半導体層１２
６の上部面を示し、図５は、図１に示されたボンディング部１６０－１～１６０－ｎの第
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２ボンディング電極１８０－１～１８０－ｎが配置される蛍光体プレート１５０の下部面
１５１を示し、図６は、第２電極１４４－１、１４４－２が配置される蛍光体プレート１
５０の上部面１５２を示す。
【００２６】
　図１乃至図６を参照すると、発光素子１００－１は、基板１１０、発光構造物１２０、
第１電極１４２、第２電極１４４、複数のボンディング部１６０－１～１６０－ｎ（ｎ>
１である自然数）、及び蛍光体プレート１５０を含む。
【００２７】
　基板１１０は発光構造物１２０を支持する。基板１１０は、半導体物質の成長に適した
物質で形成することができる。また、基板１１０は、熱伝導性に優れた物質で形成するこ
とができ、伝導性基板または絶縁性基板であってもよい。
【００２８】
　例えば、基板１１０は、サファイア（Ａｌ２０３）であるか、またはＧａＮ、ＳｉＣ、
ＺｎＯ、Ｓｉ、ＧａＰ、ＩｎＰ、Ｇａ２０３、ＧａＡｓのうち少なくとも一つを含む物質
であってもよい。このような基板１１０の上面には、光抽出を向上させるために凹凸を形
成することができる。
【００２９】
　基板１１０と発光構造物１２０との間の格子定数の差による格子不整合を緩和するため
に、第１半導体層１２２と基板１１０との間にバッファ層（図示せず）を配置することが
できる。バッファ層は、３族元素及び５族元素を含む窒化物半導体であってもよい。
【００３０】
　例えば、バッファ層は、ＩｎＡｌＧａＮ、ＧａＮ、ＡｌＮ、ＡｌＧａＮ、ＩｎＧａＮの
うち少なくとも一つを含むことができる。バッファ層は、単一層または多層構造であって
もよく、２族元素または４族元素が不純物としてドーピングされてもよい。
【００３１】
　また、第１半導体層１２２の結晶性の向上のために、アンドープ半導体層（図示せず）
を基板１１０と発光構造物１２０との間に介在することができる。例えば、アンドープ半
導体層は、第１導電型ドーパント（例えば、ｎ型ドーパントまたはｐ型ドーパント）がド
ーピングされないので第１半導体層１２２に比べて低い電気伝導性を有すること以外は、
第１半導体層１２２と同一であってもよい。
【００３２】
　発光構造物１２０は、基板１１０上に配置され、光を発生させる。発光構造物１２０は
、第１半導体層１２２の一部を露出することができる。例えば、第２半導体層１２６、活
性層１２４及び第１半導体層１２２を部分的にエッチングして、第１半導体層１２２の一
部を露出することができる。
【００３３】
　第１半導体層１２２は、基板１１０上に配置され、窒化物半導体層であってもよい。
【００３４】
　例えば、第１半導体層１２２は、ＩｎｘＡｌｙＧａ(１－ｘ－ｙ)Ｎ（０≦ｘ≦１、０≦
ｙ≦１、０≦ｘ＋ｙ≦１）の組成式を有する半導体材料、例えば、ＧａＮ、ＡｌＮ、Ａｌ
ＧａＮ、ＩｎＧａＮ、ＩｎＮ、ＩｎＡｌＧａＮ、ＡｌＩｎＮなどから選択されてもよく、
Ｓｉ、Ｇｅ、Ｓｎ、Ｓｅ、Ｔｅなどのｎ型ドーパントがドーピングされてもよい。
【００３５】
　活性層１２４は、第１半導体層１２２と第２半導体層１２６との間に配置することがで
きる。活性層１２４は、第１半導体層１２２から提供される電子（ｅｌｅｃｔｒｏｎ）と
第２半導体層１２６から提供される正孔（ｈｏｌｅ）との結合（ｒｅｃｏｍｂｉｎａｔｉ
ｏｎ）過程で発生するエネルギーによって光を生成することができる。
【００３６】
　活性層１２４は、ＩｎｘＡｌｙＧａ１－ｘ－ｙＮ（０≦ｘ≦１、０≦ｙ≦１、０≦ｘ＋
ｙ≦１）の組成式を有する半導体であってもよく、活性層１２４は、１回以上交互に配置
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される量子井戸層及び量子障壁層を含む量子井戸構造であってもよい。例えば、活性層１
２４は、多重量子井戸（ＭＱＷ：Ｍｕｌｔｉ　Ｑｕａｎｔｕｍ　Ｗｅｌｌ）構造であって
もよい。量子障壁層は、量子井戸層のエネルギーバンドギャップよりも大きいエネルギー
バンドギャップを有することができる。
【００３７】
　第２半導体層１２６は、活性層１２４上に配置され、窒化物半導体層であってもよい。
第２半導体層１２６は、ＩｎｘＡｌｙＧａ１－ｘ－ｙＮ（０≦ｘ≦１、０≦ｙ≦１、０≦
ｘ＋ｙ≦１）の組成式を有する半導体材料、例えば、ＧａＮ、ＡｌＮ、ＡｌＧａＮ、Ｉｎ
ＧａＮ、ＩｎＮ、ＩｎＡｌＧａＮ、ＡｌＩｎＮなどから選択されてもよく、Ｍｇ、Ｚｎ、
Ｃａ、Ｓｒ、Ｂａなどのｐ型ドーパントがドーピングされてもよい。
【００３８】
　第１半導体層１２２は一部を露出することができる。例えば、発光構造物の一部を除去
して、第１半導体層１２２の一部を露出することができる。
【００３９】
　第１電極１４２は、露出される第１半導体層１２２上に配置することができる。例えば
、第１電極１４２は、露出される第１半導体層１２２上に蒸着可能である。第１電極１４
２は、第１電源を供給するワイヤーがボンディングされるパッド（ｐａｄ）であってもよ
い。
【００４０】
　第２電極１４４は、蛍光体プレート１５０の一面１５２（例えば、上部面）上に配置す
ることができる。第２電極１４４の一部は、蛍光体プレート１５０を通過して蛍光体プレ
ート１５０の他の一面１５１（例えば、下部面）に露出することができる。第２電極１４
４の数は１個以上であってもよい。例えば、複数の第２電極１４４－１，１４４－２が、
蛍光体プレート１５０の一面上に互いに離隔して配置されてもよい。
【００４１】
　蛍光体プレート１５０は、貫通孔１６２（図９参照）を有することができ、第２電極１
４４－１，１４４－２は、蛍光体プレート１５０の上部面１５２及び貫通孔１６２内に導
電物質を蒸着して形成することができる。
【００４２】
　第２電極１４４は、蛍光体プレート１５０の上部面１５２上に位置し、外部から電源を
供給するためのワイヤー１０３（図９参照）がボンディングされる少なくとも一つのパッ
ド部１６４－１，１６４－２、及び蛍光体プレート１５０を貫通してパッド部１６４－１
，１６４－２の下面と接触する連結部１６５－１，１６５－２を含むことができる。
【００４３】
　例えば、第２電極１４４は、蛍光体プレート１５０の上面上に互いに離隔して位置する
複数のパッド部（例えば、１６４－１、１６４－２）、及び複数のパッド部（例えば、１
６４－１、１６４－２）と連結され、蛍光体プレート１５０を貫通する連結部（例えば、
１６５－１、１６５－２）を含むことができる。すなわち、連結部（例えば、１６５－１
）の一端は、パッド部（例えば、１６４－１）の下面と接触し、残りの一端は蛍光体プレ
ート１５０の下面１５１から露出することができる。
【００４４】
　第１電極１４２及び第２電極１４４のそれぞれは、導電物質、例えば、Ｐｂ、Ｓｎ、Ａ
ｕ、Ｇｅ、Ｂｉ、Ｃｄ、Ｚｎ、Ａｇ、Ｎｉ、Ｔｉ、Ｃｕ、Ａｌ、ｌｒ、ｌｎ、Ｍｇ、Ｐｔ
、Ｐｄのうち少なくとも一つを含むか、またはこれらのうち少なくとも一つを含む合金か
らなることができ、単層または複層であってもよい。
【００４５】
　蛍光体プレート１５０は、発光構造物１２０、例えば、第２半導体層１２６上に配置す
ることができる。蛍光体プレート１５０は、発光構造物１２０から出射される光の波長を
変換させることができる。
【００４６】
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　蛍光体プレート１５０は、蛍光体と樹脂（ｒｅｓｉｎ）とが混合された形態であっても
よい。蛍光体と混合される樹脂は、硬度が高く且つ信頼性の良い透明性の熱硬化性樹脂、
例えば、シリコン樹脂、エポキシ樹脂、ガラス（ｇｌａｓｓ）、ガラスセラミック（ｇｌ
ａｓｓ　ｃｅｒａｍｉｃ）、ポリエステル樹脂、アクリル樹脂、ウレタン樹脂、ナイロン
（登録商標）樹脂、ポリアミド樹脂、ポリイミド樹脂、塩化ビニル樹脂、ポリカーボネー
ト樹脂、ポリエチレン樹脂、テフロン（登録商標）樹脂、ポリスチレン樹脂、ポリプロピ
レン樹脂、ポリオレフィン樹脂などであってもよい。好ましくは、蛍光体プレート１５０
は、ポリカーボネート、ガラス、またはガラスセラミックのうちいずれか一つであっても
よい。
【００４７】
　樹脂と混合される蛍光体は、種類が一つ以上であってもよい。蛍光体プレート１５０は
、シリケート（ｓｉｌｉｃａｔｅ）系蛍光体、ＹＡＧ系蛍光体、または窒化物（Ｎｉｔｒ
ｉｄｅ）系蛍光体のうち少なくとも一つを含むことができる。例えば、シリケート系蛍光
体はＣａ２ＳｉＯ４：Ｅｕ、Ｓｒ２ＳｉＯ４：Ｅｕ、Ｓｒ３ＳｉＯ５：Ｅｕ、Ｂａ２Ｓｉ
Ｏ４：Ｅｕ、及び（Ｃａ、Ｓｒ、Ｂａ）２ＳｉＯ４：Ｅｕ）であってもよく、ＹＡＧ系蛍
光体はＹ３Ａｌ５Ｏ１２：Ｃｅ、（Ｙ、Ｇｄ）３Ａｌ５Ｏ１２：Ｃｅ）であってもよく、
窒化物系蛍光体はＣａ２Ｓｉ５Ｎ８：Ｅｕ、ＣａＡｌＳｉＮ２：Ｅｕ、（Ｓｒ、Ｃａ）Ａ
ｌＳｉＮ２：Ｅｕ、α、β－ＳｉＡｌＯＮ：Ｅｕであってもよい。
【００４８】
　金型を用いて、スラリー（ｓｌｕｒｒｙ）形態の樹脂と蛍光体との混合物をプレス成形
することによって蛍光体プレートを製造することができるが、これに限定されるものでは
ない。押出機によってスラリー形態の樹脂と蛍光体との混合物を金型から押し出す方法（
“押出成形法”という。）によって蛍光体プレートを形成してもよい。または、樹脂と蛍
光体の混合物を底に注いで置いて、底と一定の間隔を維持するように設計されたブレード
（ｂｌａｄｅ）を混合物の上に通過するようにして一定の厚さのプレートを作る方法（“
ドクターブレード（ｄｏｃｔｏｒ　ｂｌａｄｅ）法”という）によって蛍光体プレートを
形成してもよい。
【００４９】
　上述した方法で形成された蛍光体プレートの原板は、ソーイング（ｓａｗｉｎｇ）また
はスクライビング（ｓｃｒｉｂｉｎｇ）工程を通じて、所望のサイズ及び形状に切断して
蛍光体プレート１５０を形成することができる。
【００５０】
　蛍光体プレート１５０は、第２電極１４４の連結部１６５－１，１６５－２（図９参照
）が位置する少なくとも一つの貫通孔１６２（図９参照）を有することができる。
【００５１】
　蛍光体プレート１５０は、発光構造物１２０の形状によってその形状を決定することが
できる。例えば、第１電極１４２を露出するために、発光構造物１２０は一部が除去され
た部分を有することができ、蛍光体プレート１５０は、第１電極１４２を露出する発光構
造物１２０の一領域の形状と対応する露出部１５４を有することができる。
【００５２】
　露出部１５４の形状及び個数は、第１電極１４２の位置、形状、及び個数によって決定
することができる。例えば、図５に示されたように、露出部１５４は、蛍光体プレート１
５０の角部が切開された形状であってもよいが、これに限定されるものではない。
【００５３】
　複数のボンディング部１６０－１～１６０－ｎ（ｎ>１である自然数）は、蛍光体プレ
ート１５０と発光構造物１２０、例えば、第２半導体層１２６との間に位置することがで
き、蛍光体プレート１５０を第２半導体層１２６に付着または固定させることができる。
【００５４】
　複数のボンディング部１６０－１～１６０－ｎ（ｎ>１である自然数）は、第１ボンデ
ィング部（例えば、１６０－９、１６０－１０）及び第２ボンディング部（例えば、１６



(9) JP 6251534 B2 2017.12.20

10

20

30

40

50

０－１～１６０－８）を含むことができる。
【００５５】
　第１ボンディング部（例えば、１６０－９、１６０－１０）は第２電極１４４と電気的
に接続することができ、第２ボンディング部（例えば、１６０－１～１６０－８）は第２
電極１４４と電気的に分離され得る。
【００５６】
　第１ボンディング部（例えば、１６０－９、１６０－１０）は、蛍光体プレート１５０
を貫通する第２電極１４４の一部と第２半導体層１２６との間に位置することができ、第
２電極１４４を第２半導体層１２６に付着または固定させることができ、両者を電気的に
接続することができる。第１ボンディング部（例えば、１６０－９～１６０－１０）は１
個以上であってもよく、互いに離隔して位置することができる。
【００５７】
　複数のボンディング部１６０－１～１６０－ｎ（ｎ≧１である自然数）のうち第２電極
１４４と電気的に接続される第１ボンディング部（例えば、１６０－９、１６０－１０）
は、発光構造物１２０に電源を供給する電極の役割を果たすことができる。
【００５８】
　第１ボンディング部（例えば、１６０－９、１６０－１０）は、第２半導体層１２６上
に位置する少なくとも一つの第１ボンディング電極（例えば、１７０－９、１７０－１０
）、及び蛍光体プレート１５０の他の一面（例えば、下部面１５１）上に位置し、第１ボ
ンディング電極（例えば、１７０－９及び１７０－１０）と互いにボンディングされる少
なくとも一つの第２ボンディング電極（例えば、１８０－９及び１８０－１０）を含むこ
とができる。
【００５９】
　また、第２ボンディング部（例えば、１６０－１～１６０－８）は、第２半導体層１２
６上に配置される少なくとも一つの第１ボンディング層１７０－１～１７０－８、及び前
記蛍光体プレート１５０の下部面１５１上に配置され、第１ボンディング層（例えば、１
７０－１～１７０－８）にボンディングされる第２ボンディング層１８０－１～１８０－
８を含むことができる。
【００６０】
　図４を参照すると、第１ボンディング電極（例えば、１７０－９、１７０－１０）は複
数個であってもよく、複数の第１ボンディング電極（例えば、１７０－９、１７０－１０
）は、第２半導体層１２６上に互いに離隔して配置可能である。また、第１ボンディング
電極（例えば、１７０－９、１７０－１０）は、第１ボンディング層（例えば、１７０－
１～１７０－８）と離隔して配置可能である。
【００６１】
　第１ボンディング層（例えば、１７０－１～１７０－８）は複数個であってもよく、複
数の第１ボンディング層（例えば、１７０－１～１７０－８）は、第２半導体層１２６上
に互いに離隔して配置可能である。また、第１ボンディング層（例えば、１７０－１～１
７０－８）は、第１ボンディング電極（例えば、１７０－９、１７０－１０）と離隔して
配置可能である。
【００６２】
　例えば、第２半導体層１２６上に金属物質を蒸着し、蒸着された金属物質をフォトリソ
グラフィー工程及びエッチング工程を通じてパターニング（ｐａｔｔｅｒｎｉｎｇ）して
、第１ボンディング電極（例えば、１７０－９～１７０－１０）及び第１ボンディング層
（例えば、１７０－１～１７０－８）を同時に形成することができる。
【００６３】
　図５を参照すると、第２ボンディング電極（例えば、１８０－９、１８０－１０）は複
数個であってもよく、複数の第２ボンディング電極（例えば、１８０－９、１８０－１０
）は、蛍光体プレート１５０の下部面１５１上に互いに離隔して配置可能である。このと
き、蛍光体プレート１５０の下部面１５１は、第２半導体層１２６の上部面１５２と対向
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する面とすることができる。
【００６４】
　第２ボンディング層（例えば、１８０－１～１８０－８）は複数個であってもよく、複
数の第２ボンディング層（例えば、１８０－１～１８０－８）は、蛍光体プレート１５０
の下部面１５１上に互いに離隔して配置可能である。第２ボンディング層（例えば、１８
０－１～１８０－８）は、第２ボンディング電極（例えば、１８０－９、１８０－１０）
と離隔して配置可能である。
【００６５】
　例えば、蛍光体プレート１５０の下部面１５１上に金属物質を蒸着し、蒸着された金属
物質をフォトリソグラフィー工程及びエッチング工程を通じてパターニング（ｐａｔｔｅ
ｒｎｉｎｇ）して、第２ボンディング電極１８０－９、１８０－１０及び第２ボンディン
グ層（例えば、１８０－１～１８０－８）を同時に形成することができる。
【００６６】
　第１ボンディング電極１７０－９、１７０－１０は、蛍光体プレート１５０の下部面１
５１に露出される連結部（例えば、１６５－１、１６５－２）と接触することができる。
例えば、第１ボンディング電極（例えば、１８０－９）は第１連結部（例えば、１６５－
１）と接触でき、第１ボンディング電極（例えば、１８０－１０）は第２連結部（例えば
、１６５－２）と接触できる。
【００６７】
　第１ボンディング電極１７０－９、１７０－１０及び第２ボンディング電極１８０－９
、１８０－１０の水平断面の形状、及び第１ボンディング層１７０－１～１７０－８及び
第２ボンディング層１８０－１～１８０－８の水平断面の形状は、円形、楕円形、または
多角形などのように様々な形態を有することができる。
【００６８】
　蛍光体プレート１５０を第２半導体層１２６に効果的に付着または固定させるために、
第１ボンディング電極（例えば、１７０－９、１７０－１０）及び第１ボンディング層１
７０－１～１７０－８は、第２半導体層１２６の角及び縁領域に隣接して配置することが
できる。そして、第２ボンディング電極（例えば、１８０－９、１８０－１０）は、第１
ボンディング電極（例えば、１７０－９、１７０－１０）と互いに対応するように蛍光体
プレート１５０の下部面１５１上に配置することができ、第２ボンディング層（例えば、
１８０－１～１８０－８）は、第１ボンディング層（例えば、１７０－１～１７０－８）
と互いに対応するように蛍光体プレート１５０の下部面１５１上に配置することができる
。例えば、第２ボンディング電極（例えば、１８０－９、１８０－１０）及び第２ボンデ
ィング層（例えば、１８０－１～１８０－８）は、蛍光体プレート１５０の角及び縁領域
に隣接して配置することができる。
【００６９】
　第２ボンディング電極（例えば、１８０－９、１８０－１０）のいずれか一つは、第１
ボンディング電極（例えば、１７０－９、１７０－１０）のうち、対応するいずれか一つ
とボンディング可能である。また、第２ボンディング層（例えば、１８０－１～１８０－
８）のいずれか一つは、第１ボンディング層（例えば、１７０－１～１７０－８）のうち
、対応するいずれか一つとボンディング可能である。
【００７０】
　このように、互いにボンディングされた第１ボンディング電極（例えば、１７０－９、
１７０－１０）と第２ボンディング電極（例えば、１８０－９、１８０－１０）は、第１
ボンディング部（例えば、１６０－９、１６０－１０）を形成し、互いにボンディングさ
れた第１ボンディング層（例えば、１７０－１～１７０－８）と第２ボンディング層（例
えば、１８０－１～１８０－８）は、第２ボンディング部（例えば、１６０－１～１６０
－８）を形成することができる。
【００７１】
　例えば、第１ボンディング電極（例えば、１７０－９、１７０－１０）と第２ボンディ
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ング電極（例えば、１８０－９、１８０－１０）との間のボンディング、及び第１ボンデ
ィング層（例えば、１７０－１～１７０－８）と第２ボンディング層（例えば、１８０－
１～１８０－８）との間のボンディングは、共晶接合（Ｅｕｔｅｃｔｉｃ　Ｂｏｎｄｉｎ
ｇ）方法を用いることができる。
【００７２】
　第１ボンディング電極（例えば、１７０－９、１７０－１０）の形状又は幅は、第１ボ
ンディング層（例えば、１７０－１～１７０－８）と異なってもよい。
【００７３】
　例えば、第１ボンディング電極（例えば、１７０－９、及び１７０－１０）の幅又は面
積は、第１ボンディング層（例えば、１７０－１～１７０－８）の幅又は面積よりも大き
いか又は同一であってもよい。第１ボンディング電極（例えば、１７０－９、及び１７０
－１０）は、電源が供給される第２電極１４４と直接接続されて、電流が直接的に供給さ
れる部分であるので、単純にボンディングを目的とする第１ボンディング層（例えば、１
７０－１～１７０－８）よりは幅（又は面積）が大きいか又は同一であってもよい。これ
は、電流の集中による電極保護及び電流分散の向上のためである。
【００７４】
　図７は、第１ボンディング層と第２ボンディング層との融着を示し、図８は、第１ボン
ディング層に融着された第２ボンディング層を示す。
【００７５】
　図７及び図８を参照すると、第１ボンディング層（例えば、１７０－１）と第２ボンデ
ィング層（例えば、１８０－１）は互いに融着することができ、第１ボンディング層（例
えば、１７０－１）と第２ボンディング層（例えば、１８０－１）との間には融着された
境界面１９０が存在することができる。
【００７６】
　第１ボンディング層（例えば、１７０－１～１７０－８）及び第１ボンディング電極（
例えば、１７０－９、１７０－１０）は、金属物質、例えば、Ａｇ、Ｎｉ、Ｃｒ、Ｔｉ、
Ａｌ、Ｒｈ、Ｐｄ、Ｓｎ、Ｒｕ、Ｍｇ、Ｚｎ、Ｐｔ、Ａｕのうち少なくとも一つを含むか
、またはこれらのうち少なくとも一つを含む合金であってもよい。
【００７７】
　第２ボンディング層（例えば、１８０－１～１８０－８）及び第２ボンディング電極（
例えば、１８０－９、１８０－１０）は、金属物質、例えば、Ａｇ、Ｎｉ、Ｃｒ、Ｔｉ、
Ａｌ、Ｒｈ、Ｐｄ、Ｓｎ、Ｒｕ、Ｍｇ、Ｚｎ、Ｐｔ、Ａｕのうち少なくとも一つを含むか
、またはこれらのうち少なくとも一つを含む合金であってもよい。
【００７８】
　第２ボンディング層（例えば、１８０－１～１８０－８）及び第２ボンディング電極（
例えば、１８０－９、１８０－１０）の融点は、第１ボンディング層（例えば、１７０－
１～１７０－８）及び第１ボンディング電極（例えば、１７０－９、１７０－１０）の融
点よりも低くすることができる。
【００７９】
　例えば、第１ボンディング層（例えば、１７０－１～１７０－８）及び第１ボンディン
グ電極（例えば、１７０－９、１７０－１０）はＡｕであってもよく、第２ボンディング
層（例えば、１８０－１～１８０－８）及び第２ボンディング電極（例えば、１８０－９
、１８０－１０）はＡｕＳｎであってもよい。
【００８０】
　第２ボンディング電極（例えば、１８０－９、１８０－１０）が溶けて第１ボンディン
グ電極（例えば、１７０－９、１７０－１０）に融着することができ、第２ボンディング
層（例えば、１８０－１～１８０－８）が溶けて第１ボンディング層（例えば、１７０－
１～１７０－８）に融着することができる。
【００８１】
　一般に、蛍光体プレートを、シリコン樹脂のような接着剤で発光構造物や伝導層に接着
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する場合、シリコン樹脂のような接着剤は高温に弱いため、信頼性が低下し、また、ワイ
ヤーがボンディングされるパッド部分を露出させる別途の工程（以下、“パッド露出工程
”という）を必要とし、また、接着剤用樹脂は流動性があるため、接着の正確度が低下す
ることがある。
【００８２】
　しかし、実施形態は、金属融着によって蛍光体プレート１５０を発光構造物１２０に付
着するので、高温に強くて信頼性が向上し、正確な位置にボンディングすることができる
ので、接着の正確度が向上することができる。
【００８３】
　また、図２及び図３には、蛍光体プレート１５０の下部面１５１が第２半導体層１２６
の表面に接触することのように示されているが、これに限定されるものではない。図８及
び図９に示されたように、第１ボンディング部（例えば、１６０－９、１６０－１０）及
び第２ボンディング部（例えば、１６０－１～１６０－８）によって、蛍光体プレート１
５０の下部面１５１の少なくとも一部分は第２半導体層１２６の表面から離隔することが
できる。
【００８４】
　ボンディング部（例えば、１６０－１、１６０－１０）によって、蛍光体プレート１５
０と第２半導体層１２６との間にはエアギャップ１６３（ａｉｒ　ｇａｐ）が存在できる
。エアギャップ１６３が存在しても、蛍光体プレート１５０の下部面１５１の一部分は第
２半導体層１２６に接触することができる。
【００８５】
　第２半導体層１２６、エアギャップ１６３、及び蛍光体プレート１５０の間には光屈折
率の差が存在することができる。これによって、発光素子１００－１の光拡散及び光抽出
が向上することができる。
【００８６】
　図９は、図２及び図３に示された点線部分１２の拡大図を示す。図９を参照すると、蛍
光体プレート１５０は、貫通孔（例えば、１６２）を有することができ、貫通孔（例えば
、１６２）内に導電物質を充填して連結部１６５－１，１６５－２を形成することができ
る。連結部１６５－１，１６５－２の形成のための導電物質は、上述した第２電極１４４
の導電物質と同一であってもよい。
【００８７】
　第１連結部１６５－１の一端は第１パッド部１６４－１の下部面と接触でき、残りの一
端は第１ボンディング部１６０－９の第２ボンディング電極（例えば、１８０－９）の上
部面と接触することができる。また、第２連結部１６５－２の一端は第２パッド部１６４
－２の下部面と接触でき、残りの一端は第１ボンディング部１６０－１０の第２ボンディ
ング電極１８０－１０の上部面と接触することができる。
【００８８】
　例えば、第１連結部１６５－１は、蛍光体プレート１５０の一領域を貫通して、第１パ
ッド部１６４－１と第１ボンディング部１６０－９とを連結し、第２連結部１６５－２は
、蛍光体プレート１５０の他の一領域を貫通して、第２パッド部１６４－２と第１ボンデ
ィング部１６０－１０とを連結することができる。
【００８９】
　ボンディング部（例えば、１６０－１～１６０－１０）及び連結部１６５－１，１６５
－２は、蛍光体プレート１５０の熱を発散する通路の役割を果たすことができる。これに
よって、実施形態は、熱放出効率が向上して、熱に起因する蛍光体プレート１５０の変色
及びクラック（ｃｒａｃｋ）を防止することができる。
【００９０】
　また、実施形態は、第２電極１４４－１，１４４－２のパッド部１６４－１，１６４－
２が蛍光体プレート１５０の上部面１５２上に配置されるので、別途のパッド露出工程を
必要とせず、工程を単純化することができる。
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【００９１】
　図１０は、図１に示された発光素子の変形例１００－２のＡＢ方向の断面図であり、図
１１は、図１０に示された変形例１００－２のＣＤ方向の断面図である。変形例１００－
２の平面図は、図１と同一であってもよい。図１乃至図３と同一の図面符号は同一の構成
を示し、前述した内容と重複する内容は省略または簡略に説明する。
【００９２】
　図１０及び図１１を参照すると、変形例は、図１に示された発光素子１００－１と比較
するとき、第２半導体層１２６上に位置する伝導層１３０をさらに含むことができる。
【００９３】
　伝導層１３０は、全反射を減少させると共に、透光性が良いので、活性層１２４から第
２半導体層１２６に放出される光の抽出効率を増加させることができる。
【００９４】
　伝導層１３０は、電気伝導度の高い物質であってもよい。伝導層１３０は、透明伝導性
酸化物、例えば、ＩＴＯ(Ｉｎｄｉｕｍ　Ｔｉｎ　Ｏｘｉｄｅ）、ＴＯ(Ｔｉｎ　Ｏｘｉｄ
ｅ）、ＩＺＯ(Ｉｎｄｉｕｍ　Ｚｉｎｃ　Ｏｘｉｄｅ）、ＩＴＺＯ(Ｉｎｄｉｕｍ　Ｔｉｎ
　Ｚｉｎｃ　Ｏｘｉｄｅ）、ＩＡＺＯ(Ｉｎｄｉｕｍ　Ａｌｕｍｉｎｕｍ　Ｚｉｎｃ　Ｏ
ｘｉｄｅ）、ＩＧＺＯ(Ｉｎｄｉｕｍ　Ｇａｌｌｉｕｍ　Ｚｉｎｃ　Ｏｘｉｄｅ）、ＩＧ
ＴＯ(Ｉｎｄｉｕｍ　Ｇａｌｌｉｕｍ　Ｔｉｎ　Ｏｘｉｄｅ）、ＡＺＯ(Ａｌｕｍｉｎｕｍ
　Ｚｉｎｃ　Ｏｘｉｄｅ）、ＡＴＯ(Ａｎｔｉｍｏｎｙ　ｔｉｎ　Ｏｘｉｄｅ）、ＧＺＯ(
Ｇａｌｌｉｕｍ　Ｚｉｎｃ　Ｏｘｉｄｅ)、ＩｒＯｘ、ＲｕＯｘ、ＲｕＯｘ／ＩＴＯ、Ｎ
ｉ、Ａｇ、Ｎｉ／ＩｒＯｘ／Ａｕ、またはＮｉ／ＩｒＯｘ／Ａｕ／ＩＴＯのうち一つ以上
を用いて単層または多層からなることができる。
【００９５】
　変形例１００－２のボンディング部１６０－１～１６０－ｎ（ｎ≧１である自然数）は
、蛍光体プレート１５０と伝導層１３０との間に位置することができ、蛍光体プレート１
５０を伝導層１３０に付着または固定させることができる。
【００９６】
　また、変形例１００－２の第１ボンディング部（例えば、１６０－９、１６０－１０）
は、連結部１６５－１，１６５－２と伝導層１３０との間に位置することができ、第２電
極１４４を伝導層１３０に付着または固定させることができ、両者を電気的に接続するこ
とができる。
【００９７】
　変形例１００－２の第１ボンディング電極（例えば、１７０－９、１７０－１０）及び
第１ボンディング層（例えば、１７０－１～１７０－８）は、伝導層１３０上に位置する
ことができる。
【００９８】
　変形例１００－２の第１ボンディング電極（例えば、１７０－９及び１７０－１０）、
第１ボンディング層（例えば、１７０－１～１７０－８）、第２ボンディング電極（１８
０－９及び１８０－１０）、第２ボンディング層（例えば、１８０－１～１８０－８）、
及び連結部１６５－１，１６５－２の形成方法と物質、及びボンディング部１６０－１～
１６０－ｎ（ｎ≧１である自然数）の形成方法（図７、図８、及び図９参照）などは上述
と同一であってもよい。
【００９９】
　変形例１００－２は、上述と同様の理由で、高温に強くて信頼性が向上し、蛍光体プレ
ート１５０の接着の正確度が向上し、別途のパッド露出工程を必要としないので、工程を
単純化することができる。
【０１００】
　ボンディング部（例えば、１６０－１～１６０－１０）によって、蛍光体プレート１５
０と伝導層１３０との間には、図８に示されたように、エアギャップ１６３（ａｉｒ　ｖ
ｏｉｄ）が存在することができる。
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【０１０１】
　エアギャップ１６３が存在しても、蛍光体プレート１５０の下部面１５１の一部分は伝
導層１３０に接触することができる。伝導層１３０、エアギャップ１６３、及び蛍光体プ
レート１５０の間には光屈折率の差が存在することができる。これによって、発光素子１
００－２の光拡散及び光抽出が向上することができる。
【０１０２】
　図１２は、他の実施形態に係る発光素子１００－３の平面図を示し、図１３は、図１２
に示された発光素子１００－３のＥＦ方向の断面図を示し、図１４は、図１２に示された
発光素子１００－３のＧＨ方向の断面図を示す。図１乃至図３と同一の図面符号は同一の
構成を示し、前述した内容と重複する内容は省略または簡略に説明する。
【０１０３】
　図１２乃至図１４を参照すると、発光素子１００－３は、基板１１０、発光構造物１２
０－１、伝導層１３０、第１電極２１０、第２電極２２０、第１ボンディング部２３０－
１～２３０－ｍ（ｍ≧１である自然数）、第２ボンディング部２４０－１～２４０－ｎ（
ｎ≧１である自然数）、及び蛍光体プレート１５０－１を含む。
【０１０４】
　図１に示された実施形態１００－１と比較するとき、発光素子１００－３は、電極の構
造が異なり、それによる発光構造物１２０－１の形状及びボンディング部の構造が異なっ
てもよい。
【０１０５】
　図１２に示された第１半導体層１２２の露出部分の形状は、図１と異なる形状を有する
ことができる。例えば、発光構造物１２０－１は、第１半導体層１２２の第１領域Ｐ１及
び第２領域Ｐ２を露出することができる。第１領域Ｐ１は、第１電極２１０の第１パッド
部２１２が位置する領域であってもよく、第２領域Ｐ２は、第１電極２１０の第１拡張電
極２１４が位置する領域であってもよい。
【０１０６】
　第１電極２１０は、第１半導体層１２２の第１領域Ｐ１上に位置する第１パッド部２１
２、及び露出される第１半導体層１２２の第２領域Ｐ２上に位置する第１拡張電極２１４
を含むことができる。
【０１０７】
　第１パッド部２１２は、第１電源の供給を受けるためにワイヤーがボンディングされる
第１電極２１０の一部分であってもよい。第１拡張電極２１４は、第１パッド部２１２か
ら分岐して第１方向に拡張される第１電極２１０の残りの部分であってもよい。第１方向
は、発光構造物（例えば、第１半導体層１２２）の第１角部１９１から第４角部１９４に
向かう方向であってもよい。
【０１０８】
　図１２に示された実施形態は、第１パッド部２１２から分岐する一つの第１拡張電極２
１４を含んでいるが、実施形態は、これに限定されるものではなく、第１拡張電極２１４
は、複数の枝電極（ｆｉｎｇｅｒ　ｅｌｅｃｔｒｏｄｅ）を含むことができる。
【０１０９】
　第２電極２２０は、ワイヤボンディングのために蛍光体プレート１５０－１の上部面１
５２上に配置され、一部は蛍光体プレート１５０－１を通過して蛍光体プレート１５０－
１の下部面１５１に露出する第２パッド部２２９、及び伝導層１３０上に配置される第２
拡張電極２２４，２２６を含むことができる。他の実施形態では伝導層１３０を省略する
ことができ、この場合、第２拡張電極２２４，２２６は第２半導体層１２６上に位置する
ことができる。
【０１１０】
　第１電極２１０及び第２電極２２０は、図１で説明した第１及び第２電極１４２，１４
４と同一の物質からなることができる。
【０１１１】
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　第１ボンディング部２３０－１～２３０－ｍ（ｍ≧１である自然数）は、蛍光体プレー
ト１５０－１を第２拡張電極２２４，２２６にボンディングさせ、第２パッド部２２９と
拡張電極２２４，２２６を互いにボンディングさせ、両者を電気的に接続することができ
る。
【０１１２】
　第２ボンディング部２４０－１～２４０－ｎ（ｎ≧１である自然数）は、蛍光体プレー
ト１５０－１と伝導層１３０との間に位置し、蛍光体プレート１５０－１を伝導層１３０
にボンディングさせることができる。他の実施形態では伝導層１３０を省略することがで
き、この場合、第２ボンディング部２４０－１～２４０－ｎ（ｎ≧１である自然数）は、
蛍光体プレート１５０－１と発光構造物１２０－１との間に位置することができ、蛍光体
プレート１５０－１を発光構造物１２０－１にボンディングさせることができる。
【０１１３】
　図１５は、図１２に示された第２ボンディング部２４０－１～２４０－９の第１ボンデ
ィング層２８２－１～２８２－ｎ（ｎ≧１である自然数）、及び第２拡張電極２２４，２
２６を示し、図１６は、図１２に示された蛍光体プレート１５０－１の下部面１５１を示
し、図１７は、図１２に示された蛍光体プレート１５０－２の上部面１５２を示す。
【０１１４】
　図１５乃至図１７を参照すると、蛍光体プレート１５０－１は、第１電極２１０を露出
する発光構造物１２０－１の一領域の形状と対応する露出部２９２を有することができる
。
【０１１５】
　第１ボンディング部２３０－１～２３０－ｍ（ｍ≧１である自然数）は第３ボンディン
グ電極２８６－１～２８６－ｍ（ｍ≧１である自然数）を含むことができる。第３ボンデ
ィング電極２８６－１～２８６－ｍ（ｍ≧１である自然数）は、第２拡張電極２２４，２
２６に対応または整列するように蛍光体プレート１５０－１の下部面１５１上に配置する
ことができる。
【０１１６】
　第３ボンディング電極２８６－１～２８６－ｍ（ｍ≧１である自然数）は第２拡張電極
２２４，２２６にボンディングすることができる。図１５に示されたように、第３ボンデ
ィング電極２８６－１～２８６－ｍ（ｍ≧１である自然数）がボンディングされる第２拡
張電極２２４，２２６の一部分をボンディング領域Ａ１～Ａｍ（ｍ≧１である自然数）と
いう。第３ボンディング電極２８６－１～２８６－ｍ（ｍ≧１である自然数）は、図５で
説明した第２ボンディング電極１８０－１～１８０－ｎ（ｎ≧１である自然数）と同一の
物質からなることができる。
【０１１７】
　第２ボンディング部２４０－１～２４０－ｎ（ｎ≧１である自然数）は、第１ボンディ
ング層２８２－１～２８２－ｎ（ｎ≧１である自然数）、及び第１ボンディング層２８２
－１～２８２－ｎ（ｎ≧１である自然数）とボンディングされる第２ボンディング層２８
４－１～２８４－ｎ（ｎ≧１である自然数）を含むことができる。
【０１１８】
　第１ボンディング層２８２－１～２８２－ｎ（ｎ≧１である自然数）は、伝導層１３０
上に配置することができ、図４で説明した第１ボンディング層（例えば、１７０－１～１
７０－８）と同一の構造、材質、及び形状であってもよい。
【０１１９】
　第２ボンディング層２８４－１～２８４－ｎ（ｎ≧１である自然数）は蛍光体プレート
１３０の下部面１５１上に位置することができる。第２ボンディング層２８４－１～２８
４－ｎ（ｎ≧１である自然数）は、図５に示された第２ボンディング層（例えば、１８０
－１～１８０－８）と同一の構造、材質、及び形状であってもよい。
【０１２０】
　また、第１ボンディング層２８２－1～２８２－ｎ（ｎ≧１である自然数）と第２ボン
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ディング層２８４－１～２８４－ｎ（ｎ≧１である自然数）との融着は、図７及び図８で
の説明と同一であってもよい。
【０１２１】
　図１８は、図１３に示された点線部分１１の拡大図を示す。
【０１２２】
　図１８を参照すると、第３ボンディング電極２８６－１～２８６－ｍ（ｍ≧１である自
然数）は、第２ボンディング層２８４－１～２８４－ｎ（ｎ≧１である自然数）と離隔し
、第２拡張電極２２４，２２６のボンディング領域Ａ１～Ａｍ（ｍ≧１である自然数）に
対応または整列するように蛍光体プレート１３０の下部面１５１上に位置することができ
る。第３ボンディング電極２８６－１～２８６－ｍ（ｍ≧１である自然数）は、第２拡張
電極２２４，２２６のボンディング領域Ａ１～Ａｍ（ｍ≧１である自然数）にボンディン
グすることができる。
【０１２３】
　第３ボンディング電極２８６－１～２８６－ｍ（ｍ≧１である自然数）の数は複数個で
あってもよく、互いに離隔して配置することができる。第３ボンディング電極２８６－１
～２８６－ｍ（ｍ≧１である自然数）のいずれか一つ（例えば、２８６－１）は、ボンデ
ィング領域Ａ１～Ａｍ（ｍ≧１である自然数）のうち、対応するいずれか一つ（例えば、
Ａ１）とボンディング可能である。このとき、第３ボンディング電極２８６－１～２８６
－ｍ（ｍ≧１である自然数）は、ボンディング領域Ａ１～Ａｍ（ｍ≧１である自然数）に
共晶接合（Ｅｕｔｅｃｔｉｃ　Ｂｏｎｄｉｎｇ）されてもよい。
【０１２４】
　第３ボンディング電極２８６－１～２８６－ｍ（ｍ≧１である自然数）と第２拡張電極
２２４，２２６のボンディング領域Ａ１～Ａｍ（ｍ≧１である自然数）には融着された境
界面１９０－１が存在することができる。
【０１２５】
　第３ボンディング電極２８６－１～２８６－ｍ（ｍ≧１である自然数）の幅は、第２拡
張電極２２４，２２６の幅よりも小さいか又は同一であってもよい。これは、第３ボンデ
ィング電極２８６－１～２８６－ｍ（ｍ≧１である自然数）を第２拡張電極２２４，２２
６に容易にボンディングするためである。
【０１２６】
　また、第３ボンディング電極２８６－１～２８６－ｍ（ｍ≧１である自然数）の融点は
、第２拡張電極２２４，２２６の融点と異なってもよい。例えば、第３ボンディング電極
２８６－１～２８６－ｍ（ｍ≧１である自然数）の融点は、第２拡張電極２２４，２２６
の融点よりも低くすることができる。これは、第３ボンディング電極２８６－１～２８６
－ｍ（ｍ≧１である自然数）を第２拡張電極２２４，２２６に融着するためである。仮に
、第２拡張電極２２４，２２６の融点が低い場合には、ボンディングによる融着時に第２
拡張電極２２４，２２６の形状が変形することがあるため、第２半導体層１２６または伝
導層１３０に円滑な電流供給ができないことがあるからである。
【０１２７】
　図１９は、図１４に示された点線部分１３の拡大図を示す。
【０１２８】
　図１９を参照すると、第２パッド部２２９－１は、蛍光体プレート１５０－１の上部面
１５２上に位置することができ、連結部２２９－２は、蛍光体プレート１５０－１を通過
して蛍光体プレート１５０－１の下部面１５１に露出することができる。第１ボンディン
グ部（例えば、２３０－４）は、露出される連結部２２９－２を第２拡張電極２２４，２
２６にボンディングさせることができる。
【０１２９】
　蛍光体プレート１５０－１は、連結部２２９－２に対応する貫通孔（例えば、１６２）
を有することができ、連結部２２９－２は、貫通孔（例えば、１６２）内に位置すること
ができる。
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【０１３０】
　連結部２２９－２の一端は第２パッド部２２９－１の下部面と接触することができ、残
りの一端は第３ボンディング電極（例えば、２８６－４）の上部面と接触することができ
る。
【０１３１】
　第２拡張電極２２４，２２６は、電流の分散のために位置し、複数の枝電極を含むこと
ができる。例えば、第２拡張電極２２４，２２６は、連結部２２９－２と接触する第３ボ
ンディング電極２８６－４がボンディングされるボンディング領域Ａ４から第２方向に拡
張する第１部分Ｆ１と、第１部分Ｆ１の一端から第３方向に拡張する第２部分Ｆ２とを有
する第１枝電極２２４、及びボンディング領域Ａ４から第３方向に拡張する第３部分Ｆ３
を有する第２枝電極２２６を含むことができる。ここで、第２方向は、発光構造物１２０
－１、例えば、第１半導体層１２２の第３角部１９３から第４角部１９４に向かう方向で
あり、第３方向は、第１方向と反対方向であってもよい。
【０１３２】
　図１５では、第２パッド部２２９－１と電気的に接続されるボンディング領域Ａ４が位
置する第２拡張電極２２４，２２６の領域２２５から分岐する２個の枝電極２２４，２２
６を示しているが、これに限定されるものではなく、他の実施形態において、枝電極２２
４，２２６の数は１個または３個以上であってもよい。また、枝電極２２４，２２６が互
いに会う第２拡張電極２２４，２２６の領域２２５は、他の部分よりも幅または直径が大
きくてもよい。
【０１３３】
　図１５では、第１枝電極２２４と第２枝電極２２６とが、ボンディング領域Ａ４が位置
する第２拡張電極２２４，２２６の領域２２５を基準に左右非対称であるが、他の実施形
態では、左右対称であってもよい。
【０１３４】
　第１及び第２ボンディング部２３０－１～２３０－ｍ，２４０－１～２４０－ｎ（ｎ及
びｍ≧１である自然数）及び連結部１６５－１，１６５－２は、蛍光体プレート１５０－
１の熱を発散する通路の役割を果たすことができる。これによって、実施形態は、熱放出
効率が向上して、熱に起因する蛍光体プレート１５０－１の変色及びクラック（ｃｒａｃ
ｋ）を防止することができる。
【０１３５】
　また、実施形態は、第２パッド部２２９－１が蛍光体プレート１５０－１の上部面１５
２に配置されるので、ワイヤボンディングのために別途のパッド露出工程を必要とせず、
工程を単純化することができる。
【０１３６】
　図２０は、他の実施形態に係る発光素子２００－１の平面図を示し、図２１は、図２０
に示された発光素子２００－１のＡＢ方向の断面図を示す。
【０１３７】
　図２０及び図２１を参照すると、発光素子２００－１は、第２電極部４０５、保護層４
４０、電流遮断層（Ｃｕｒｒｅｎｔ　Ｂｌｏｃｋｉｎｇ　Ｌａｙｅｒ）４４５、発光構造
物４５０、パッシベーション層４６５、第１電極部４７０、蛍光体プレート１５０－２、
及び第１ボンディング部３２０－１～３２０－ｎ（ｎ≧１である自然数），３２５－１、
３２５－２を含む。
【０１３８】
　第２電極部４０５は、第１電極部４７０と共に発光構造物４５０に電源を提供する。第
２電極部４０５は、支持層（ｓｕｐｐｏｒｔ　ｌａｙｅｒ）４１０、接合層（ｂｏｎｄｉ
ｎｇ　ｌａｙｅｒ）４１５、バリア層（ｂａｒｒｉｅｒ　ｌａｙｅｒ）４２０、反射層（
ｒｅｆｌｅｃｔｉｖｅ　ｌａｙｅｒ）４２５、及びオーミック領域（ｏｈｍｉｃ　ｒｅｇ
ｉｏｎ）４３０を含むことができる。
【０１３９】
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　支持層４１０は、発光構造物４５０を支持する。支持層４１０は、金属または半導体物
質で形成することができる。また、支持層４１０は、電気伝導性及び熱伝導性の高い物質
で形成することができる。例えば、支持層４１０は、銅（Ｃｕ）、銅合金（Ｃｕ　ａｌｌ
ｏｙ）、金（Ａｕ）、ニッケル（Ｎｉ）、モリブデン（Ｍｏ）、及び銅－タングステン（
Ｃｕ－Ｗ）のうち少なくとも一つを含む金属物質、またはＳｉ、Ｇｅ、ＧａＡｓ、ＺｎＯ
、ＳｉＣのうち少なくとも一つを含む半導体であってもよい。
【０１４０】
　接合層４１５は、支持層４１０とバリア層４２０との間に配置することができ、支持層
４１０とバリア層４２０とを接合させるボンディング層（ｂｏｎｄｉｎｇ　ｌａｙｅｒ）
の役割を果たすことができる。接合層４１５は、金属物質、例えば、Ｉｎ、Ｓｎ、Ａｇ、
Ｎｂ、Ｐｄ、Ｎｉ、Ａｕ、Ｃｕのうち少なくとも一つを含むことができる。接合層４１５
は、支持層４１０をボンディング方式で接合するために形成するものであるので、支持層
４１０をメッキや蒸着方法で形成する場合には接合層４１５は省略できる。
【０１４１】
　バリア層４２０は、反射層４２５、オーミック領域４３０、及び保護層４４０の下に配
置され、接合層４１５及び支持層４１０の金属イオンが反射層４２５及びオーミック領域
４３０を通過して発光構造物４５０に拡散することを防止できる。例えば、バリア層４２
０は、Ｎｉ、Ｐｔ、Ｔｉ、Ｗ、Ｖ、Ｆｅ、Ｍｏのうち少なくとも一つを含むことができ、
単層または多層からなることができる。
【０１４２】
　反射層４２５は、バリア層４２０上に配置することができ、発光構造物４５０から入射
される光を反射させることで、光抽出効率を改善させることができる。反射層４２５は、
光反射物質、例えば、Ａｇ、Ｎｉ、Ａｌ、Ｒｈ、Ｐｄ、Ｉｒ、Ｒｕ、Ｍｇ、Ｚｎ、Ｐｔ、
Ａｕ、Ｈｆのうち少なくとも一つを含む金属または合金で形成することができる。
【０１４３】
　反射層４２５は、金属または合金と、ＩＺＯ、ＩＺＴＯ、ＩＡＺＯ、ＩＧＺＯ、ＩＧＴ
Ｏ、ＡＺＯ、ＡＴＯなどの透光性伝導性物質とを用いて多層で形成することができ、例え
ば、ＩＺＯ／Ｎｉ、ＡＺＯ／Ａｇ、ＩＺＯ／Ａｇ／Ｎｉ、ＡＺＯ／Ａｇ／Ｎｉなどで形成
することができる。
【０１４４】
　オーミック領域４３０は、反射層４２５と第２半導体層４５２との間に位置することが
でき、第２半導体層４５２にオーミック接触（ｏｈｍｉｃ　ｃｏｎｔａｃｔ）されて、発
光構造物４５０に電源が円滑に供給されるようにすることができる。
【０１４５】
　透光性伝導層と金属を選択的に使用してオーミック領域４３０を形成することができる
。例えば、オーミック領域４３０は、第２半導体層４５２とオーミック接触する金属物質
、例えば、Ａｇ、Ｎｉ、Ｃｒ、Ｔｉ、Ｐｄ、Ｉｒ、Ｓｎ、Ｒｕ、Ｐｔ、Ａｕ、Ｈｆのうち
少なくともいずれか一つを含むことができる。
【０１４６】
　保護層４４０は、第２電極層４０５の縁領域上に配置することができる。例えば、保護
層４４０は、オーミック領域４３０の縁領域、または反射層４２５の縁領域、またはバリ
ア層４２０の縁領域、または支持層４１０の縁領域上に配置することができる。
【０１４７】
　保護層４４０は、発光構造物４５０と第２電極層４０５との間の界面が剥離されて発光
素子２００－１の信頼性が低下することを防止できる。保護層４４０は、電気絶縁性物質
、例えば、ＺｎＯ、ＳｉＯ２、Ｓｉ３Ｎ４、ＴｉＯｘ（ｘは、正の実数）、またはＡｌ２

Ｏ３などで形成することができる。
【０１４８】
　電流遮断層４４５は、オーミック領域４３０と発光構造物４５０との間に配置すること
ができる。電流遮断層４４５の上面は第２半導体層４５２と接触し、電流遮断層４４５の
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下面、または下面及び側面はオーミック領域４３０と接触することができる。電流遮断層
４４５は、垂直方向に第１電極部４７０と少なくとも一部がオーバーラップされるように
配置することができる。電流遮断層４４５は、オーミック領域４３０と第２半導体層４５
２との間に形成したり、または反射層４２５とオーミック領域４３０との間に形成するこ
とができ、これに限定するものではない。
【０１４９】
　電流遮断層４４５は、反射層４２５またはオーミック領域４３０よりも電気伝導性の低
い物質、または第２半導体層４５２とショットキー接触（Ｓｃｈｏｔｔｋｙ　ｃｏｎｔａ
ｃｔ）を形成する物質、または電気絶縁性物質であってもよい。例えば、電流遮断層４４
５は、ＺｎＯ、ＳｉＯ２、ＳｉＯＮ、Ｓｉ３Ｎ４、Ａｌ２Ｏ３、ＴｉＯ２、ＡｉＮのうち
少なくとも一つを含むことができる。
【０１５０】
　発光構造物４５０は、オーミック領域４３０及び保護層４４０上に配置することができ
る。発光構造物４５０の側面は、単位チップに区分するアイソレーション（ｉｓｏｌａｔ
ｉｏｎ）エッチング過程で傾斜面になることができる。
【０１５１】
　発光構造物４５０は、第２半導体層４５２、活性層４５４、及び第１半導体層４５６を
含むことができる。第２半導体層４５２、活性層４５４、及び第１半導体層４５６は、図
１で説明した通りであるので、重複を避けるために説明を省略する。
【０１５２】
　パッシベーション層４６５は、発光構造物４５０を電気的に保護するために発光構造物
４５０の側面に配置することができる。パッシベーション層４６５は、第１半導体層４５
６の上面の一部または保護層４４０の上面にも配置することができる。パッシベーション
層４６５は、絶縁物質、例えば、ＳｉＯ２、ＳｉＯｘ、ＳｉＯｘＮｙ、Ｓｉ３Ｎ４、また
はＡｌ２Ｏ３で形成することができる。
【０１５３】
　蛍光体プレート１５０－２は、発光構造物４５０、例えば、第１半導体層４５６上に位
置することができる。蛍光体プレート１５０－２は、その形状のみが図５に示された蛍光
体プレート１５０と異なり、材質などは上述と同一であってもよい。
【０１５４】
　第２電極部４０５は、発光構造物４５０の下部に位置し、第２電極部４０５のための別
途のパッド部を必要としないので、蛍光体プレート１５０－２は、第２電極部４０５のた
めのパッド部を露出する露出部を有さなくてもよい。
【０１５５】
　第１電極部４７０は、第１半導体層４５６上に配置される拡張電極９２、蛍光体プレー
ト１５０－２の上部面１５２上に位置するパッド部（例えば、４０３－１，４０３－２）
、及び蛍光体プレート１５０－２を通過して拡張電極９２とパッド部（例えば、４０３－
１，４０３－２）とを連結する連結部（例えば、４０２－１，４０２－２）を含むことが
できる。
【０１５６】
　パッド部（例えば、４０３－１，４０３－２）は、ワイヤーがボンディングされる第１
電極部４７０の一部分であってもよい。連結部（例えば、４０２－１，４０２－２）の一
端はパッド部（例えば、４０３－１，４０３－２）の下面と接触でき、残りの一端は蛍光
体プレート１５０－２の下部面１５１から露出することができる。
【０１５７】
　第１電極部４７０をなす物質は、図１で説明した第１電極１４２及び第２電極１４４の
物質を含むことができる。例えば、第１電極部４７０は、Ｐｂ、Ｓｎ、Ａｕ、Ｇｅ、Ｂｉ
、Ｃｄ、Ｚｎ、Ａｇ、Ｎｉ、Ｔｉ、Ｃｕ、Ａｌ、ｌｒ、ｌｎ、Ｍｇ、Ｐｔ、Ｐｄのうち少
なくとも一つを含むか、またはこれらのうち少なくとも一つを含む合金からなることがで
きる。
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【０１５８】
　拡張電極９２は、所定のパターン形状を有することができる。第１半導体層４５６の上
面は、光抽出効率を増加させるためにラフネスパターン（図示せず）が形成されてもよい
。また、光抽出効率を増加させるために拡張電極９２の上面にもラフネスパターン（図示
せず）を形成することができる。
【０１５９】
　例えば、拡張電極９２は、第１半導体層４５６の上面縁に沿って配置される外部電極９
２ａ，９２ｂ，９２ｃ，９２ｄ、及び外部電極９２ａ，９２ｂ，９２ｃ，９２ｄの内部に
配置される内部電極９４ａ，９４ｄを含むことができる。図２０に示された拡張電極９２
は、第１電極部４７０の一実施形態に過ぎず、その形状がこれに限定されるものではなく
、様々な形態で具現することができる。連結部（例えば、４０２－１，４０２－２）によ
ってパッド部（例えば、４０３－１，４０３－２）とボンディングされる拡張電極９２の
一部分１０２ａ，１０２ｂの幅は、拡張電極９２の他の部分よりも幅を大きくすることが
できる。
【０１６０】
　第１ボンディング部３２０－１～３２０－ｎ（ｎ≧１である自然数），３２５－１，３
２５－２）は、蛍光体プレート１５０－２と第１電極部４７０をボンディングさせること
ができる。
【０１６１】
　第１ボンディング部（例えば、３２０－１～３２０－７）は、拡張電極９２と蛍光体プ
レート１５０－２との間に介在され、蛍光体プレート１５０－２と拡張電極９２をボンデ
ィングさせることができる。また、第１ボンディング部３２５－１，３２５－２は、連結
部（例えば、４０２－１，４０２－２）を拡張電極９２にボンディングさせることができ
る。
【０１６２】
　図２２は、図２０に示された第１電極部４７０を示し、図２３は、図２０に示された蛍
光体プレート１５０－２の下部面１５１を示し、図２４は、図２０に示された蛍光体プレ
ート１５０－２の上部面１５２を示す。
【０１６３】
　図２２乃至図２４を参照すると、第１ボンディング部３２０－１～３２０－ｎ（ｎ≧１
である自然数）は、蛍光体プレート１５０－２の下部面１５１と拡張電極９２との間に配
置される第４ボンディング電極４０１－１～４０１－ｎ（ｎ≧１である自然数）を含むこ
とができる。
【０１６４】
　第４ボンディング電極４０１－１～４０１－ｎ（ｎ≧１である自然数）は、図１６に示
された第３ボンディング電極２８６－１～２８６－ｍ（ｍ≧１である自然数）と同一であ
ってもよい。
【０１６５】
　第４ボンディング電極４０１－１～４０１－ｎ（ｎ≧１である自然数）は複数個であっ
てもよく、複数の第４ボンディング電極４０１－１～４０１－ｎ（ｎ>１である自然数）
は、拡張電極９２に対応または整列されて、蛍光体プレート１５０－２の下部面１５１上
に離隔して配置することができる。
【０１６６】
　第４ボンディング電極４０１－１～４０１－ｎ（ｎ>１である自然数）は、拡張電極９
２にボンディングすることができる。第４ボンディング電極４０１－１～４０１－ｎ（ｎ
>１である自然数）がボンディングされる拡張電極９２の一領域を、ボンディング領域Ｂ
１～Ｂｎ（ｎ>１である自然数）といえる。第４ボンディング電極４０１－１～４０１－
ｎ（ｎ>１である自然数）の幅は、拡張電極９２の幅よりも小さいか又は同一であっても
よい。
【０１６７】
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　また、第４ボンディング電極４０１－１～４０１－ｎ（ｎ>１である自然数）の融点は
、第１電極部４７０、例えば、拡張電極９２の融点と互いに異なってもよい。例えば、第
４ボンディング電極４０１－１～４０１－ｎ（ｎ>１である自然数）の融点は、第１電極
部４７０、例えば、拡張電極９２の融点よりも低くすることができる。
【０１６８】
　第４ボンディング電極４０１－１～４０１－ｎ（ｎ>１である自然数）は、拡張電極９
２に融着することができ、第４ボンディング電極４０１－１～４０１－ｎ（ｎ>１である
自然数）と拡張電極９２のボンディング領域Ｂ１～Ｂｎ（ｎ≧１である自然数）との間に
は、図８で説明したような融着による境界面が存在することができる。
【０１６９】
　第１ボンディング部３２５－１，３２５－２は、連結部４０２－１，４０２－２と拡張
電極９２との間に配置される第４ボンディング電極４０６－１，４０６－２を含むことが
できる。第４ボンディング電極４０６－１，４０６－２の数はパッド部４０３－１，４０
３－２の数と同一であってもよい。
【０１７０】
　第４ボンディング電極４０６－１，４０６－２は、拡張電極９２にボンディングするこ
とができる。第４ボンディング電極４０６－１，４０６－２がボンディングされる拡張電
極９２の他の領域をボンディング領域Ｋ１，Ｋ２といえる。第４ボンディング電極４０６
－１，４０６－２は拡張電極９２に融着することができ、第４ボンディング電極４０６－
１，４０６－２と拡張電極９２のボンディング領域Ｋ１，Ｋ２との間には、図８で説明し
たような融着による境界面が存在することができる。第４ボンディング電極４０６－１，
４０６－２の幅は、拡張電極９２の幅よりも小さいか又は同一であってもよい。
【０１７１】
　また、第４ボンディング電極４０６－１，４０６－２の融点は、第１電極部４７０、例
えば、拡張電極９２の融点と互いに異なってもよい。例えば、第４ボンディング電極４０
６－１，４０６－２の融点は、第１電極部４７０、例えば、拡張電極９２の融点よりも低
くすることができる。
【０１７２】
　第１ボンディング部３２０－１～３２０－ｎ（ｎ≧１である自然数），３２５－１、３
２５－２）によって蛍光体プレート１５０－２と第１半導体層４５６との間にはエアギャ
ップ（ａｉｒ　ｖｏｉｄ）が存在できる。エアギャップが存在しても、蛍光体プレート１
５０－２の下部面１５１の一部分は第１半導体層４５６に接触することができる。
【０１７３】
　第１ボンディング部３２０－１～３２０－ｎ，３２５－１，３２５－２によって、実施
形態は、蛍光体プレートの接着の正確度を向上させることができる。第１ボンディング部
３２０－１～３２０－ｎ，３２５－１，３２５－２及び連結部４０２－１，４０２－２は
、蛍光体プレート１５０－２の熱を発散する通路の役割を果たすことができる。これによ
って、実施形態は、熱放出効率が向上して、熱に起因する蛍光体プレート１５０－２の変
色及びクラック（ｃｒａｃｋ）を防止することができる。また、実施形態は、パッド部４
０３－１，４０３－２が蛍光体プレート１５０－２の上部面１５２に配置されるので、ワ
イヤボンディングのために別途のパッド部露出工程を必要とせず、工程を単純化すること
ができる。
【０１７４】
　図２５は、図２０に示された実施形態の変形例２００－２を示す。図２５を参照すると
、変形例２００－２は、図２０に示された第１ボンディング部３２０－１～３２０－ｎ（
ｎ>１である自然数）が省略され、発光構造物１２０、例えば、第１半導体層４５６と蛍
光体プレート１５０－２の下部面１５１との間に配置される第２ボンディング部３１０－
１～３１０－ｎ（ｎ>１である自然数）、及び第１ボンディング部３２５－１，３２５－
２を含むことができる。
【０１７５】
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　第２ボンディング部３１０－１～３１０－ｎ（ｎ>１である自然数）は、蛍光体プレー
ト１５０－２を第１半導体層４５６に付着または固定させることができる。第２ボンディ
ング部３１０－１～３１０－ｎ（ｎ>１である自然数）は、第１半導体層４５６の上部面
上に位置する第１ボンディング層（図示せず）、及び蛍光体プレート１５０－２の下部面
上に位置し、第１ボンディング層にボンディングされる第２ボンディング層（図示せず）
を含むことができる。例えば、第２ボンディング部３１０－１～３１０－ｎ（ｎ>１であ
る自然数）の構造は、図１で説明した第２ボンディング部１６０－１～１６０－８と同一
の構造とすることができる。
【０１７６】
　また、他の実施形態に係る発光素子（図示せず）は、図２０に示された第１ボンディン
グ部３２０－１～３２０－ｎ（ｎ≧１である自然数），３２５－１，３２５－２、及び図
２５に示された第２ボンディング部３１０－１～３１０－ｎ（ｎ>１である自然数）を全
て含むことができる。
【０１７７】
　図２６は、実施形態に係る発光素子パッケージ４００を示す。
【０１７８】
　図２６を参照すると、発光素子パッケージ４００は、パッケージボディー６１０、リー
ドフレーム６１２，６１４、発光素子６２０、反射板６２５、ワイヤー６３０、及び樹脂
層６４０を含む。
【０１７９】
　パッケージボディー６１０の上面にはキャビティ（ｃａｖｉｔｙ）を形成することがで
きる。前記キャビティの側壁は傾斜するように形成することができる。図２６に示された
パッケージボディー６１０はキャビティを有するが、実施形態は、これに限定されるもの
ではなく、他の実施形態においてパッケージボディーはキャビティを有さなくてもよい。
【０１８０】
　パッケージボディー６１０は、シリコンベースのウエハーレベルパッケージ（ｗａｆｅ
ｒ　ｌｅｖｅｌ　ｐａｃｋａｇｅ）、シリコン基板、シリコンカーバイド（ＳｉＣ）、窒
化アルミニウム（ａｌｕｍｉｎｕｍ　ｎｉｔｒｉｄｅ、ＡｌＮ）などのように絶縁性また
は熱伝導度の良い基板で形成することができ、複数個の基板が積層される構造であっても
よいが、パッケージボディー６１０は、上述した材質、構造及び形状に限定されない。
【０１８１】
　リードフレーム６１２，６１４は、熱の排出や発光素子６２０の装着を考慮して、互い
に電気的に分離されるようにパッケージボディー６１０に配置することができる。
【０１８２】
　発光素子６２０は、リードフレーム６１２，６１４と電気的に接続することができる。
発光素子６２０は、実施形態１００－１，１００－２，２００－１，２００－２のいずれ
か一つであってもよい。
【０１８３】
　反射板６２５は、発光素子６２０から放出された光が所定の方向に向かうように、パッ
ケージボディー６１０のキャビティの側壁に形成される。反射板６２５は、光反射物質か
らなり、例えば、金属コーティングまたは金属薄片であってもよい。
【０１８４】
　樹脂層６４０は、パッケージボディー６１０のキャビティ内に位置する発光素子６２０
を包囲して、発光素子６２０を外部環境から保護することができる。樹脂層６４０は、エ
ポキシまたはシリコンのような無色透明な高分子樹脂材質からなることができる。
【０１８５】
　実施形態に係る発光素子６２０は、蛍光体プレート１５０，１５０－１～１５０－３を
含むので、樹脂層６４０には蛍光体が含まれなくてもよい。しかし、他の実施形態におい
て、樹脂層６４０は、蛍光体プレートに含まれる蛍光体の種類と同一又は異なる種類の蛍
光体を含むこともできる。
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【０１８６】
　図２７は、実施形態に係る発光素子パッケージを含む照明装置の分解斜視図である。図
２７を参照すると、照明装置は、光を投射する光源７５０と、光源の熱を放出する放熱部
７４０と、光源７５０及び放熱部７４０を収納するハウジング７００と、光源７５０及び
放熱部７４０をハウジング７００に結合するホルダー７６０と、を含む。
【０１８７】
　ハウジング７００は、電気ソケット（図示せず）に結合されるソケット結合部７１０と
、ソケット結合部７１０と連結され、光源７５０が内蔵されるボディー部７３０とを含む
ことができる。ボディー部７３０には一つの空気流動口７２０が穿設されてもよい。
【０１８８】
　ハウジング７００のボディー部７３０上に複数個の空気流動口７２０を備えることがで
き、空気流動口７２０は、一つまたは複数個であってもよい。空気流動口７２０は、ボデ
ィー部７３０に放射状に配置されたり、様々な形状に配置することができる。
【０１８９】
　光源７５０は、基板７５４上に実装される複数個の発光素子パッケージ７５２を含むこ
とができる。基板７５４は、ハウジング７００の露出部に挿入可能な形状であってもよく
、後述するように、放熱部７４０に熱を伝達するために熱伝導率の高い物質からなること
ができる。例えば、発光素子パッケージ７５２は、図２６に示された実施形態４００であ
ってもよい。
【０１９０】
　光源７５０の下部にはホルダー７６０が備えられ、ホルダー７６０は、フレーム及び他
の空気流動口を含むことができる。また、図示してはいないが、光源７５０の下部には光
学部材が備えられて、光源７５０の発光素子パッケージ７５２から投射される光を拡散、
散乱または収斂させることができる。
【０１９１】
　図２８は、実施形態に係る発光素子パッケージを含む表示装置を示す。図２８を参照す
ると、表示装置８００は、ボトムカバー８１０と、ボトムカバー８１０上に配置される反
射板８２０と、光を放出する発光モジュール８３０，８３５と、反射板８２０の前方に配
置され、前記発光モジュール８３０，８３５から発散される光を表示装置の前方に案内す
る導光板８４０と、導光板８４０の前方に配置されるプリズムシート８５０，８６０を含
む光学シートと、光学シートの前方に配置されるディスプレイパネル８７０と、ディスプ
レイパネル８７０と連結され、ディスプレイパネル８７０に画像信号を供給する画像信号
出力回路８７２と、ディスプレイパネル８７０の前方に配置されるカラーフィルター８８
０と、を含むことができる。ここで、ボトムカバー８１０、反射板８２０、発光モジュー
ル８３０，８３５、導光板８４０、及び光学シートはバックライトユニット（Ｂａｃｋｌ
ｉｇｈｔ　Ｕｎｉｔ）をなすことができる。
【０１９２】
　発光モジュールは、基板８３０上に実装される発光素子パッケージ８３５を含むことが
できる。ここで、基板８３０はＰＣＢなどを使用することができ、発光素子パッケージ８
３５は、図２６に示された実施形態４００であってもよい。
【０１９３】
　ボトムカバー８１０は、表示装置８００内の構成要素を収納することができる。そして
、反射板８２０は、同図のように別途の構成要素として設けられてもよく、導光板８４０
の後面や、ボトムカバー８１０の前面に反射度の高い物質でコーティングする形態で設け
ることもできる。
【０１９４】
　ここで、反射板８２０は、反射率が高く且つ超薄型に形成可能な素材を使用することが
でき、ポリエチレンテレフタレート（ＰｏｌｙＥｔｈｙｌｅｎｅ　Ｔｅｒｅｐｈｔａｌａ
ｔｅ；ＰＥＴ）を使用することができる。
【０１９５】
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　そして、導光板８３０は、ポリメチルメタクリレート（ＰｏｌｙＭｅｔｈｙｌＭｅｔｈ
Ａｃｒｙｌａｔｅ；ＰＭＭＡ）、ポリカーボネート（ＰｏｌｙＣａｒｂｏｎａｔｅ；ＰＣ
）、またはポリエチレン（ＰｏｌｙＥｔｈｙｌｅｎｅ；ＰＥ）などで形成することができ
る。
【０１９６】
　そして、第１プリズムシート８５０は、支持フィルムの一面に、透光性で且つ弾性を有
する重合体材料で形成することができ、重合体は、複数個の立体構造が反復して形成され
たプリズム層を有することができる。ここで、複数個のパターンは、図示のように、山と
谷が反復的にストライプ状に備えられてもよい。
【０１９７】
　そして、第２プリズムシート８６０において支持フィルム一面の山と谷の方向は、第１
プリズムシート８５０内の支持フィルム一面の山と谷の方向と直交することができる。こ
れは、発光モジュールと反射シートから伝達された光をディスプレイパネル８７０の前面
に均一に分散させるためである。
【０１９８】
　そして、図示してはいないが、導光板８４０と第１プリズムシート８５０との間に拡散
シートを配置することができる。拡散シートは、ポリエステルとポリカーボネート系列の
材料からなることができ、バックライトユニットから入射された光を、屈折と散乱を通じ
て光投射角を最大に広げることができる。そして、拡散シートは、光拡散剤を含む支持層
と、光出射面（第１プリズムシート方向）と光入射面（反射シート方向）に形成され、光
拡散剤を含まない第１レイヤー及び第２レイヤーとを含むことができる。
【０１９９】
　実施形態において、拡散シート、第１プリズムシート８５０、及び第２プリズムシート
８６０が光学シートを構成するが、光学シートは、他の組み合わせ、例えば、マイクロレ
ンズアレイからなってもよく、拡散シートとマイクロレンズアレイとの組み合わせ、また
は一つのプリズムシートとマイクロレンズアレイとの組み合わせなどからなってもよい。
【０２００】
　ディスプレイパネル８７０としては、液晶表示パネル（Ｌｉｑｕｉｄ　ｃｒｙｓｔａｌ
　ｄｉｓｐｌａｙ）を配置してもよいが、液晶表示パネル以外に、光源を必要とする他の
種類の表示装置を備えてもよい。
【０２０１】
　図２９は、実施形態に係る発光素子パッケージを含むヘッドランプ（ｈｅａｄ　ｌａｍ
ｐ）９００を示す。図２９を参照すると、ヘッドランプ９００は、発光モジュール９０１
、リフレクタ（ｒｅｆｌｅｃｔｏｒ）９０２、シェイド９０３、及びレンズ９０４を含む
。
【０２０２】
　発光モジュール９０１は、基板（図示せず）上に配置される実施形態に係る発光素子パ
ッケージ４００を含むことができる。リフレクタ９０２は、発光モジュール９０１から照
射される光９１１を一定の方向、例えば、前方９１２に反射させることができる。
【０２０３】
　シェイド９０３は、リフレクタ９０２とレンズ９０４との間に配置され、リフレクタ９
０２によって反射されてレンズ９０４に向かう光の一部分を遮断または反射して、設計者
の所望の配光パターンをなすようにする部材であって、シェイド９０３の一側部９０３－
１と他側部９０３－２は互いに高さが異なってもよい。
【０２０４】
　発光モジュール９０１から照射される光は、リフレクタ９０２及びシェイド９０３で反
射された後、レンズ９０４を透過して車体の前方に向かうことができる。レンズ９０４は
、リフレクタ９０２によって反射された光を前方に屈折させることができる。
【０２０５】
　以上で各実施形態に説明された特徴、構造、効果などは、本発明の少なくとも一つの実
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施形態に含まれ、必ず一つの実施形態にのみ限定されるものではない。さらに、各実施形
態で例示された特徴、構造、効果などは、実施形態の属する分野における通常の知識を有
する者によって、他の各実施形態に対しても組み合わせ又は変形して実施可能である。し
たがって、このような組み合わせと変形に関する内容は、本発明の範囲に含まれるものと
解釈しなければならない。
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【図２】
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